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[はじめに] 近年、情報量や通信トラフィックの増加

に伴いコアネットワークやデータセンターでのO/E変

換によるルータや光インターコネクションなどの消費

電力の増大が問題となっている。その中で、シリコン

フォトニックデバイスは、LSI との融合によりその消

費電力の低減化が期待されている[1],[2],[3]。特にその

中で、コンパクト化、低消費電力化、低クロストーク

化が実用化に向けた大きな課題である。本研究では、

コンパクトな 2x2クロスポイント光スイッチの実現を

目的とし、キャリア注入動作でのシリコン反射型光ス

イッチの低クロストーク化へ向けた検討を行った。 

[素子概要] Fig.1に提案する 2x2 反射型光スイッチ素

子の概要図を示す。導波路膜厚差が 20nm のリブ導波

路とし、中央の i 層への横方向キャリア注入による屈

折率減少の有無によりスイッチング動作する。導波路

幅、角度、メサ高さのパラメータを最適化し、さらに

多段化させる事で低クロストーク化を目指した。 

[解析結果] 本素子の交差部における導波路幅及び

角度は、交差部での屈折率変化領域幅の確保及びスト

レート透過損失低減のためにそれぞれ 1.6µm、2.8°と

した。また一段のクロストークは－25dBであるが、一

層の低クロストーク化のために、Fig.2 に示す 4 つの

2x2 光スイッチエレメントと中央部で 90°の交差導波

路を用いた多段化構成とし、同時に 200x200µmに収ま

るコンパクト化を実現した。Fig.3 に示すスイッチング

特性の解析結果から、ＯＮ状態では 50dB 以上の消光

比が得られた。 
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Fig.1 2x2 光スイッチエレメント構造図 

 

Fig.2 多段化スイッチ構成図 

 

Fig.3 多段構成のスイッチング特性 
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